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【はじめに】GaAs系パワーデバイスは、優れ

た電子輸送特性により、高周波数で大電力動作

に適している。大きな電力を制御するため、デ

バイスの活性領域に大量な熱が蓄積すること

で、デバイス温度の上昇を引き起こす。デバイ

ス出力特性と信頼性がデバイス温度の上昇に

よって劣化するため、放熱は大きな問題となっ

ている。デバイス内部で発生する熱は半導体基

板を経て放熱される。しかしながら、GaAsの

熱伝導率は非常に低く、デバイス全体の熱拡散

特性を大きく制限する。我々は、これまでに、

表面活性化接合(SAB)法を用いて常温でダイ

ヤモンドと Si との直接接合を達成し、優れた

熱安定性接合界面が得られた[1,2]。 

本研究では、SAB 法を用いて常温で GaAs

エピ層をそれぞれ最高熱伝導率を有するダイ

ヤモンドとサファイア基板上に転送し、TLM

パターンを作製する。同出力動作でダイヤモン

ドとサファイア上に作製したデバイス表面温

度を測定し、GaAs/ダイヤモンド接合構造の優

位性を実証する。 

【実験方法】SAB法により、GaAs基板上に堆

積した p-GaAs エピ(200nm)層をそれぞれ単結

晶ダイヤモンドとサファイア基板と接合した。

ウェットエッチングによりGaAs基板を除去し、

メサ構造を作製し、抵抗加熱蒸着により電極形

成し、TLM パターンを作製した。はんだ接合

を用いてダイヤモンドとサフィアヤ基板を空

冷ヒートシンク上に取り付け、同出力動作でダ

イヤモンドとサファイ上GaAsデバイスの表面

温度を赤外線サーモグラフィーカメラにより

評価をした。 

【実験結果】作製したダイヤモンドとサフィア

ヤ基板上 GaAsの TLMパターン表面の光学顕

微鏡像をそれぞれ図 1(a)と 1(b)に示す。ダイヤ

モンドとサフィアヤ基板上に GaAsの TLMパ

ターンの作製が成功している。作製プロセス中

にGaAs薄膜の剥離が確認されなかったことで、

半導体デバイス作製プロセスに適応可能なダ

イヤモンド/GaAs接合界面の作製を実現した。 

  

Fig. 1 The optical microscope images of TLM 

patterns of GaAs bonded to diamond (a) and 

sapphire (b) substrates 
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